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ประวตัิผู้เขยีน 
 

 นายอนุศิษย ์แกว้ประจกัร์ เกิดเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2523 ท่ีจงัหวดัอุทยัธานี ส าเร็จ
การศึกษาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีการศึกษา 2545 และเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ปีการศึกษา 2546 
 

 
 


